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Abstract Si substrates irradiated with polyatomic ions, which were C3Hj, C6Ht3 and C12H忘generatedfrom 
n『tetradecane,were evaluated for surface chemical state by Raman spectrum spectroscopy, and for carbon amount 
and irradiation damage by Rutherford backscatteri時 spectroscopy.C3Hj and C6Ht3 samples were found to be 
deposited with DLC. However C12H主samplestend to be more clearely sputtered at high acceleration voltage. 
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図1 多原子分子イオンビー ム照射装置の概略図
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Fig. 3 RBS spectra for (a)full range, (b)surface peaks. 
表2 評価試料
τ'able 2 Prepared samples 
サンプルNo イオン種加速電圧（kV)
A C3H:j 1.5 
B C3H:j 6.0 
c CaH:f 9.0 
D C5H{3 3.0 
E C自。H{a 6.0 
F C12H主 3.0 
G C12H主 6.0 






となり， C5H{3照射基板では，加速電圧3kV, 6 kVでそれぞ
れ約5nm, 10 nmの堆積となった．それに対して， C12Hts照
射基板では，加速電圧3kVで未照射領域と照射領域の表面段
差は検出限界以下であり，加速電圧6kV, 9 kVでそれぞれ約
Dose= 4.0×1016 carbons/cm2 
f、20
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Fig. 4 Step height of edge of irradiated area for (a)depe吋ences
on acceleration voltage叩 dfor (b )incident energy. 
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図5 C3H:j照射基板の 1500cm-1付近のラマンスペクトルの加速
電圧依存性
Fig. 5 Dependence of Raman spectra of C3Hトirradiated制 nples
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Fig. 6 Dependence of Raman sp倒 raof C12H主irradiatedsam-
ples on acceleration voltage. 
表3 C3H:j, C5Hi3及びC12H主照射基板の炭素量
Table 3 Carbon amounts of Si substrates irrad叫 edwith C3H:j, 
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Fig. 7 Namber of displacement atoms of Si substrates irradiated 
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図8 C12H完照射基板の損傷量の加速電圧依存性
Dependence of number of displacement atoms of C12H主－
irradia七edSi substrates on acceleration voltage. 
Fig.8 
から， Si表面の炭素系付着物は，表面段差測定の結果と一致す
る傾向となっている．これは炭素系付着物の形成が照射イオン
の分子量に依存していることを示している．しかし， Si基板の
損傷量に関しては C3Hi.C6Hお及びC12H完照射では等入射
炭素量，等入射炭素エネルギーで同程度の効果となっており，
線形的であると言える．これより，多原子分子イオンの分子量
の違いによる照射は，照射の際に堆積する DLCに影響を与え
るのではないかと考えられる．特に， C12H主照射においては
次の様に考えられる.(1）表3に示すように C12Ht5照射基板
に加速電圧が変化しても同等の炭素が存在する.(2）図6に示
すラマンスペクトルにおいて，加速電圧 9kVでは DLC膜が
確認できない.(3）図4に示す表面段差測定の結果において加
速電圧の増加に伴いスパッタリング深さが増大している．以上
のことから．重い直鎖分子イオンの C12H志では炭素系被膜の
分解・蒸発・スパッタリングが優勢であり， Si基板のスパッタ
リング及び炭素の注入が生じていると考えられる．
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